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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  43/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  43/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8246   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/105    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   43/10     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   43/08     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   27/10     ４４７　
   Ｈ０１Ｌ   43/08     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月2日(2015.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性膜を含む第１構造体と、
　少なくとも２つの外因性垂直磁化構造体を含み、前記外因性垂直磁化構造体の各々が磁
性膜及び前記磁性膜上の垂直磁化誘導膜を含む第２構造体と、
　前記第１及び第２構造体間のトンネルバリアと、を含む磁気トンネリング接合装置。
【請求項２】
　前記第２構造体が追加的な外因性垂直磁化構造体をさらに含み、その各々が磁性膜及び
前記磁性膜上の垂直磁化誘導膜を含む、請求項１に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項３】
　前記垂直磁化誘導膜の中の１つの上に配置される垂直磁化保存膜をさらに含む、請求項
１に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項４】
　前記磁性膜の各々が前記垂直磁化誘導膜の各々より小さい酸素親和度を有する、請求項
３に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項５】
　前記垂直磁化保存膜の各々が前記垂直磁化誘導膜の各々より小さい酸素親和度を有する
、請求項３に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項６】
　前記磁性膜が強磁性物質から成る、請求項３に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項７】
　前記強磁性物質が、ＣｏＦｅＢ、ＣｏＦｅ、ＮｉＦｅ、ＣｏＦｅＰｔ、ＣｏＦｅＰｄ、
ＣｏＦｅＣｒ、ＣｏＦｅＴｂ、ＣｏＦｅＧｄ又はＣｏＦｅＮｉの中の少なくとも１つであ
る、請求項６に記載の磁気トンネリング接合装置。
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【請求項８】
　前記磁性膜が約１乃至約３０Åの厚さを有する、請求項３に記載の磁気トンネリング接
合装置。
【請求項９】
　前記磁性膜が約３乃至約１７Åの厚さを有する、請求項８に記載の磁気トンネリング接
合装置。
【請求項１０】
　前記垂直磁化誘導膜が前記磁性膜に直接接触する、請求項３に記載の磁気トンネリング
接合装置。
【請求項１１】
　前記垂直磁化誘導膜が酸素含有物質である、請求項３に記載の磁気トンネリング接合装
置。
【請求項１２】
　前記垂直磁化誘導膜が金属酸化物である、請求項１１に記載の磁気トンネリング接合装
置。
【請求項１３】
　前記金属酸化物が、マグネシウム酸化物、タンタル酸化物、チタン酸化物、アルミニウ
ム酸化物、マグネシウム亜鉛酸化物、ハフニウム酸化物、又はマグネシウムホウ素酸化物
の中の少なくとも１つである、請求項１２に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項１４】
　前記垂直磁化誘導膜が、Ｔａ、Ｔｉ、Ｕ、Ｂａ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｓｒ、Ｈｆ、Ｌａ、Ｃｅ
、Ｓｍ、Ｍｇ、Ｔｈ、Ｃａ、Ｓｃ、又はＹの中の少なくとも１つを含む、請求項３に記載
の磁気トンネリング接合装置。
【請求項１５】
　前記垂直磁化誘導膜が、前記磁性膜又は前記垂直磁化保存膜より大きい電気抵抗を有す
る、請求項３に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項１６】
　前記垂直磁化誘導膜が、前記磁性膜又は前記垂直磁化保存膜より薄い厚さを有する、請
求項３に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項１７】
　前記垂直磁化保存膜が前記垂直磁化誘導膜より小さい電気抵抗を有する、請求項３に記
載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項１８】
　前記垂直磁化保存膜が少なくとも１つの貴金属又は銅で形成される請求項３に記載の磁
気トンネリング接合装置。
【請求項１９】
　少なくとも１つの前記貴金属が、ルテニウムＲｕ、ロジウムＲｈ、パラジウムＰｄ、銀
Ａｇ、オスミウムＯｓ、イリジウムＩｒ、白金Ｐｔ、又は金Ａｕを含む、請求項１８に記
載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項２０】
　前記垂直磁化保存膜が、タンタル又はチタンより小さい電気抵抗を有する物質の中の少
なくとも１つで形成される、請求項３に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項２１】
　基板をさらに含み、
　前記第１構造体が前記基板に隣接する下部構造体であり、前記第２構造体が前記基板か
ら離隔された上部構造体である、請求項３に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項２２】
　前記第２構造体の前記磁性膜が自由磁性膜である、請求項２１に記載の磁気トンネリン
グ接合装置。
【請求項２３】
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　前記第１構造体が固定磁性膜を含む、請求項２１に記載の磁気トンネリング接合装置。
【請求項２４】
　前記垂直磁化保存膜上の上部電極をさらに含む、請求項２１に記載の磁気トンネリング
接合装置。
【請求項２５】
　基板をさらに含み、
　前記第１構造体が前記基板から離隔された上部構造体であり、前記第２構造体が前記基
板に隣接する下部構造体である、請求項３に記載の磁気トンネリング接合装置。
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